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【背景】半導体光電極を組み合わせた光電気化学セルによる水の直接分解は、太陽光と水のみか

ら水素を製造する方法として注目されている。p型半導体は光カソードとして、n型半導体は光ア

ノードとして動作し、それぞれの電流電位曲線の交点が光電気化学セルの動作電流及び動作電位

を決定する。 約 850 nmの吸収端波長を有する(ZnSe)0.85(Cu(In,Ga)Se2)0.15（以下(ZnSe)0.85(CIGS)0.15）

光カソードは、0.9 VRHE と比較的高い光応答開始電位を示し、高い動作電流を示し得る有力な候

補材料として最近報告された 1。しかしながら、擬似太陽光照射下における最大光電流値（7 mA cm-2 

at 0 VRHE）は、吸収端波長から期待される値（~31 mA cm-2）に対し、2割程度に留まっていた。 

【目的と手法】(ZnSe)0.85(CIGS)0.15光カソードの光電流値増加を目的とし、真空蒸着における製膜

プロセス（図 1）の検討を行った。従来の共蒸着法に対し、二層法

という新たな製膜法を検討した。続いて化学溶液析出法により CdS

層を堆積し、表面伝導層(2として Ti及びMoを各 3 nm程度製膜した

後に、水素生成触媒として Ptを 2~3 nm程度蒸着し電極化した。ま

た、各カソード断面の電子線誘起電流（EBIC）を測定し、光励起キ

ャリアの捕集効率のマッピングを行った。 

【結果】 二層法を用いた場合、0 VRHEにおける光電流値は 7 mA cm-2

から 12 mA cm-2に倍近く増加することが明らかになった。この理由

を考察するため、EBICマッピングを比較した（図 2）。

表面電極金属の仕事関数（~4.4 eV）から、本測定に

おいてカソードの内部電界は、0 VRHEの状態をシミ

ュレートしていると考えられる。マッピングの結果

から、共蒸着法に比べより均一なシグナル分布を有

することが示された。二層法で作製した試料を用い

た光電気化学セルは、最大 1.6%の太陽光-水素エネ

ルギー変換効率を示した。発表ではこれらの内容に

ついて、より詳細に議論する。 
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図 2（カラー）. 共蒸着法(a)及び二層法(b)

を用いた電極断面の EBICシグナル分布 

図 1. 共蒸着法(a)及び二層

法(b)の製膜プロセス 
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